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 چکیده 

است. با انتخاب ماده کانال به صورت  بدون پیوند هایرترانزیستو جریان حالت خاموش، چالش اساسی 

توان جریان حالت خاموش را کاهش داد به ساختار ناهمگون، شکاف باند بزرگ و چگالی حالت بالا می

 هایترانزیستورنحوی که جریان حالت روشن کاهش محسوسی پیدا نکند. از این جهت در این تحقیق 

 InGaPوInP های با کانال همگوندر مقابل ترانزیستورInP/InGaP با کانال مواد ناهمگون بدون پیوند

سازی ترانزیستورها از معادلات تابع گرین غیر تعادلی استفاده شده است. نتایج معرفی شده و برای شبیه 

دارای مشخصات  InP/InGaPبا ساختار کانال ناهمگون  بدون پیونددهد، ترانزیستور نشان می

نظر جریان حالت خاموش است. برای ترانزیستور بدون پیوند با کانال ناهمگون  الکترونیکی بهتری از

مقادیر جریان حالت خاموش، شیب زیر آستانه، دیبل، جریان حالت روشن و نسبت جریان روشن به 

نانومتر به  10خاموش محاسبه و با کانال همگون مقایسه شده و مقادیر این مشخصات در طول گیت 

 38/3×810 و   A 14-10×73/1 ،mV/dec 2/60 ،mV/V7/7 ،A 6-10×17/9 با ترتیب برابر است

. 

 

ه، ر آستانناهمگون، جریان حالت خاموش، دیبل، شیب زی بدون پیوند هایترانزیستورواژگان کلیدی: 

 نسبت جریان روشن به خاموش

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


